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' MEMOIRE SEMI-CONDUCTRICE A PUCE DE SURFACE REDUITE.

@ Mémoire semi-conductrice comportant un ensemble
pattes (9, 10) recevant des signaux appliqués de 'exté-
rieur, caractérisée en ce qu’elle comprend

- un premier et un second transistor (1, 2) de protection
contre les décharges électrostatiques (DES) avec des pre-
miéres bornes (D1, D2) reliées respectivement aux pattes
adjacentes (9, 10) et servant de premiére surface active,
des secondes bomes prévues avec interposition d’un film
d’isolation sur la premiére et la seconde surface de canal
de maniére adjacente a la premiére surface active, et

- une troisiéme borne commune entre la premiére et la
seconde surface de canal, et constituant une seconde sur-
face active, reliée a une alimentation unique (VSS) pour les
secondes bomes et la troisieme borne commune.
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La présente invention concerne une mémoire semi-
conductrice et plus particuliérement une mémoire semi-
conductrice ayant une disposition permettant de réduire la sur-
face de la puce en reliant les transistors qui sont respective-
ment reliés a des pattes adjacentes 1l’une a l’autre.

Les techniques actuelles pour réaliser les mémoires
semi-conductrices trés rapides a forte intégration et a faible
colt de fabrication ont été étudiées continuellement dans 1le
cadre du développement rapide de 1’industrie des mémoires semi-
conductrices. Ainsi la miniaturisation d’une mémoire semi-
conductrice pour réduire les colits est 1l’objectif principal des
fabricants. Toutefois comme le nombre de broches augmente, avec
la capacité de la puce de la mémoire, lorsqu’on utilise une
disposition classique, cela augmente nécessairement les dimen-
sions.

La figure 1 montre la disposition d’un transistor
de protection contre les décharges électrostatiques (transistor
DES) relié & une patte d’adresse classique ; les transistors de
protection DES 1 et 2 sont respectivement reliés aux pattes
d’adresse 9 et 10. Le transistor de protection DES 1 a des sur-
faces actives 3 et 4 de type N séparées l’une de l’autre par un
certain intervalle Tl dans la direction verticale ; il comprend
également des surfaces de source S1-S4 formées dans les surfa-
ces actives 3 et 4 de type N. Les surfaces de drain D1, D2 sont
formées respectivement entre les surfaces de source S1, S2 et
S3, S4. Une porte Gl est formée sur la surface de canal entre
les surfaces de drain D1, D2 et entre les surfaces de source
S1-S4. Pour décharger instantanément un courant important lors-
qu’une forte tension est appliquée par les surfaces de drain D1
et D2 reliées & la patte d’adresse 9, on donne a la porte Gl
une largeur importante. De plus, pour un meilleur rendement,
les deux surfaces actives 3 et 4 sont séparées l’une de 1l’autre
d’un intervalle donné Ti. Les surfaces de drain D1, D2 et les
surfaces de source S1-S4 sont des surfaces dans lesquelles on
injecte des ions d’impureté de type N sous forte densité ; les
portes sont formées de maniére symétrique centrées sur D1 et
D2.
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Le transistor de protection DES 2 est réalisé de la
méme maniére que le transistor de protection DES 1 ; il com-
porte une porte de référence G2. Le transistor de protection
DES 1 est protégé par une ligne de garde active 5 du type P
pour éviter le verrouillage ; la ligne de garde active 5 type P
est elle méme protégée par une ligne de garde active 6 de type
N. De méme, le transistor de protection DES 2 est protégé par
une ligne de garde active 7 de type P et cette ligne de garde
active 7 est elle-méme protégée par une ligne de garde active 8
de type N. Comme décrit ci-dessus, chacun des transistors de
protection DES 1 et 2 est protégé par les lignes de garde acti-
ves 5 4 8 de type P ; il présente une surface active de type N,
c’est-a-dire la surface de source. Dans ce montage, on a ainsi
1’inconvénient qu’une partie importante de la surface de la mé-
moire semi-conductrice soit occupée par des pattes.
La présente invention a pour but de créer une mé-
moire semi-conductrice ayant une disposition de pattes permet-
tant de réduire les dimensions de la matrice.
L’invention a également pour but de créer une mé-
moire semi-conductrice dont la disposition des pattes soit de
dimensions réduites par des lignes de garde actives formées a
la périphérie d’un transistor de protection contre les déchar-
ges électrostatiques et une surface active de type N partagée
par des transistors de protection DES, adjacents.
A cet effet, l’invention concerne une mémoire semi-
conductrice caractérisée en ce qu’elle comprend
- un premier et un second transistor de protection contre les
décharges électrostatiques avec des premiéres bornes reliées
respectivement aux pattes adjacentes et servant de premiére
surface active, des secondes bornes prévues avec interposi-
tion d’un film d’isolation sur la premiére et la seconde sur-
face de canal de maniére adjacente a la premiére surface
active, et

- une troisiéme borne commune entre la premiére et la seconde
surface de canal, et constituant une seconde surface active,
reliée 3 une alimentation unique pour les secondes bornes et

la troisiéme borne commune.
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La présente invention sera décrite ci-aprés de ma-
niére plus détaillée a 1l’aide des différents modes de réalisa-
tion représentés dans les dessins annexés, dans lesquels

— la figure 1 montre une disposition d’une patte
d’adresse connue,

- la figure 2 montre une disposition d’une patte
d’adresse selon un premier mode de réalisation de 1l’invention,

- la figure 3 est un schéma équivalent de la figure
2,

— la figure 4 montre une disposition d’une patte
entrée/sortie connue, avec un transistor élévateur de type P,

- la figure 5 montre une disposition d’une patte
entrée/sortie avec un transistor élévateur de type P, selon un
second mode de réalisation de la présente invention,

— la figure 6 est un schéma équivalent de la figure
5,

— la figure 7 montre une disposition d’une patte
entrée/sortie connue, avec un transistor élévateur de type N,

- la figure 8 montre une disposition d’une patte
entrée/sortie avec un transistor élévateur de type N, corres-
pondant a un troisiéme mode de réalisation de la présente in-
vention,

- la figure 9 est un schéma équivalent de la figure
8,

- la figure 10 est un diagramme d‘une puce semi-
conductrice mettant en oeuvre les caractéristiques de la pré-
sente invention.

Description détaillée du mode de réalisation préfé-
rentiel

La figure 2 montre 1la disposition d’une patte
d’adresse selon un premier mode de réalisation de 1’invention.
A la figure 2, pour réduire la surface occupée par les transis-
tors de protection DES 1 et 2, respectivement branchés entre
les pattes d’adresse 9 et 10, ces transistors de protection DES
1 et 2 ont en commun les surfaces actives de type N, S5 et Sé6
constituant les surfaces de source et les lignes de garde acti-
ves 13 et 14. Les portes et sources des transistors de protec-

tion DES 1 et 2 sont reliées au potentiel de masse VSS et leurs
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drains sont reliés aux pattes d’adresse 9 et 10. La ligne de
garde active 13 de type P évitant le verrouillage est formée a
la périphérie des transistors de protection DES 1 et 2 réunis
par les surfaces actives de type N, S5 et S6 ; la ligne de
garde active 13 de type P est protégée par la ligne de garde 14
de type N. En conséquence la surface occupée par les transis-
tors de protection DES selon la disposition de la figure 2 est
inférieure & la surface de la disposition classique représentée
a la figure 1.

Les transistors de protection DES reliés aux pattes
d’adresse 9 et 10 sont des transistors NMOS selon la présente
invention. Toutefois ils peuvent également étre des transistors
PMOS ou autres éléments donnant les effets équivalents.

Selon la figure 3 qui est un schéma des transistors
de protection reliés aux pattes d’adresse, les portes et sour-
ces des transistors de protection DES 1 et 2 sont reliées au
potentiel de masse VSS ; les drains des transistors sont res-
pectivement reliés aux pattes d’adresse 9 et 10.

La figure 4 montre un transistor élévateur de type
P et un transistor abaisseur de type N reliés a une patte clas-
sique entrée/sortie (I/0). Selon la figure 4, le transistor
PMOS 15 est un transistor élévateur et le transistor NMOS qui
est un transistor abaisseur sont respectivement reliés aux pat-
tes I/0 17, 18, 19. Dans la suite de la description, lorsque
les transistors sont dédoublés, leur référence numérique porte
en suffixe les lettres A et B dans les figures sans que ces ré-
férence ne soient toujours reprises dans la description ; il en
est de méme des parties de ces transistors. Les transistors
PMOS 15A, B sont obtenus en séparant trois surfaces actives 27,
28, 29 ; les transistors NMOS 16A, B sont obtenus en séparant
deux surfaces actives 20, 21. Les surfaces de source S6-S11
sont formées dans les surfaces actives 17, 18, 19 et la surface
de drain D3A, B est formée entre les surfaces de source S6, S7,
entre S8, S9 et entre S10, S11 respectivement. Une porte G3A
(G3B) est formée sur la surface de canal entre la surface de
drain D3A, B et les surfaces de source S6-S1l.

Les surfaces de source S12-S15 sont formées dans

les surfaces actives 20 et 21 qui constituent les transistors
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NMOS 16A, B ; la surface de drain D4A, B est formée respective-
ment entre les surfaces de source S12, S13 et S14, S15 ; 1la
porte G4A, B est formée sur la surface de canal entre la sur-
face de drain D4A, B et les surfaces de source S14 et S15.

Le circuit formé du transistor PMOS 15A, B et du
transistor NMOS 16A, B peut é&tre un transistor servant de cir-
cuit d’entré/sortie de données ; il est relié chaque fois a une
patte entrée/sortie (I/O). Une ligne de garde active 22 du type
N évitant le verrouillage est formée a la périphérie du tran-
sistor PMOS 15 ; une ligne de garde active 23 du type P est
formée pour protéger la ligne de garde active 22 de type P. La
ligne de garde active 24 de type N est formée pour protéger la
ligne de garde active 23 de type P. La ligne de garde active 25
de type P est formée & la périphérie du transistor NMOS 16A,
B ; la ligne de garde active 26 de type N est formée pour pro-
téger la ligne de garde active 25 de type P.

La figure 5 montre la disposition de la patte en-
trée/sortie (I/0) lorsque le transistor élévateur de type P est
disposé selon le second mode de réalisation de la présente in-
vention.

A la figure 5, pour réduire la surface occupée par
les transistors entre les pattes I/O, 27, 28, 29, les sources
des transistors 15A, 15B branchées entre deux pattes I/O 27, 28
adjacentes selon la figure 4 sont utilisées en commun comme les
surfaces actives identiques S16-S18 ; les sources des transis-
tors NMOS 16A, 16B branchées entre deux pattes I/O 28, 29 ser-
vent en commun de surfaces actives identiques S19, S20. Les
sources des transistors PMOS 15A, 15B sont reliées a la tension
d’alimentation VCC ; les drains de ces transistors sont reliés
aux pattes d’adresse 27, 28. La ligne de garde active 22 de
type N évitant le verrouillage est formée a la périphérie des
transistors PMOS 15A, 15B reliés en commun par les surfaces ac-
tives S16-S18 ; la ligne de garde active 23 de type P est for-
mée pour protéger la ligne de garde active 22 de type N ; la
ligne de garde active 24 de type N est formée pour protéger la
ligne de garde active 23 de type P. Ainsi la surface de la dis-
position de la patte I/O telle qu’expliquée ci-dessus est ré-

duite par comparaison a celle d’une disposition de patte 1/0
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classique avec triple protection pour chaque transistor 15A et
15B. De la méme maniére que les transistors PMOS 15A et 15B dé-
crits ci-dessus, les transistors NMOS 16A et 16B ont en commun
les surfaces actives S19 et S10 et les lignes de garde actives
25, 26 ce qui réduit la surface de la puce.

La figure 6 est un schéma équivalent du circuit de
la figure 5. Les sources des transistors PMOS 15A, 15B sont re-
liées a la tension d’alimentation VCC ; leurs portes G3A, G3B
sont reliées a une borne de sortie d’une porte NAND (porte NON-
ET) référencée Ll. Les drains sont reliés aux pattes 27, 28,
29. De la méme maniére les sources des transistors NMOS sont
reliées au potentiel de la masse VSS ; leurs portes G4A, G4B
sont reliées a4 la borne de sortie d’un inverseur L3 ; les
drains sont reliés aux pattes 27, 28, 29.

Une premiére borne d’entrée A de la porte NAND L1
regoit une premiére sortie de données et une seconde borne
d’entrée C regoit un signal de commande pour la porte NAND L1.
Par ailleurs, une premiére borne d’entrée B de la porte NAND
L2, recgoit une seconde sortie de données ; une seconde borne
d’entrée C est partagée avec la premiére porte NAND L1l. La
borne de sortie de la seconde porte NAND L2 est reliée & une
borne d’entrée de 1l’inverseur L3. La configuration de ces por-
tes logiques constitue un circuit de commande pour piloter les
transistors 15 et 16.

La figure 7 montre une disposition dans laquelle
les transistors PMOS 15 comme transistors élévateurs de la fi-
gure 4 sont remplacés par des transistors NMOS 30.

La figure 7 montre la disposition des transistors
NMOS 30 constituant des transistors élévateurs reliés respecti-
vement aux pattes entrée/sortie (I/O0) 27-29 et aux surfaces ac-
tives 32-34. Les surfaces de source S21-526 sont formées dans
les surfaces actives 32-34 ; la surface de drain D5A, B est
formée entre les surfaces de source S21, S22, les surfaces de
source S23, S24 et les surfaces de source S25, S26, respecti-
ves. Une porte G5A, B est formée sur la surface de canal entre
la surface de drain D5A, B et les surfaces de source S21-526.
Les transistors NMOS 30A, B servent de circuit d’entrainement

(pilote) d’entrée/sortie de données ; ces transistors sont res-
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pectivement reliés aux pattes I/0 27, 28. En plus, pour éviter
le verrouillage, une ligne de garde active 35, de type P, est
formée autour de chaque transistor NMOS 30A, B ; une ligne de
garde active 36 de type N, est formée pour protéger la ligne de
garde active 35 de type P.

Chacun des transistors NMOS 16A, B, reliés aux
transistors NMOS 30A, B, servant de transistor élévateur, ef-
fectue une action d’abaissement ; il a la méme configuration
qu’a la figure 4. Une telle configuration occupe une surface
plus grande sur la puce.

Selon la figure 8, la configuration du transistor
NMOS 16A, B fonctionnant comme transistor abaisseur est la méme
que celle du transistor NMOS 16A, B représenté a la figure 5 ;
la configuration du transistor NMOS 30A, B, servant de transis-
tor élévateur, est la méme que celle du transistor PMOS 15A, B
selon la figure 5. En d’autres termes, les sources des transis-
tors NMOS 30A, 30B servent en commun de surfaces actives iden-
tiques S27-S29. Les sources des transistors NMOS 30A, 30B sont
reliées 3 la tension d’alimentation VCC ; leurs drains D5A, DS5SB
sont reliés aux pattes d’adresse 27, 28. La ligne de garde ac-
tive 35 du type P qui évite le verrouillage est formée a la pé-
riphérie des transistors NMOS 30A, 30B en passant par les
surfaces actives S27-S29 ; la ligne de garde active 36 du type
N, est formée pour protéger la ligne de garde active 35 de type
P. La surface de la disposition de la patte entrée/sortie (I/O0)
comme indiqué ci-dessus est réduite par comparaison avec la
surface d’une disposition de patte entrée/sortie (I/0) classi-
que, avec triple protection de chacun des transistors NMOS 30A,
30B.

La figure 9 montre les transistors branchés entre
les pattes entrée/sortie (I/O) et le circuit équivalent pour
commander les transistors ci-dessus ; le circuit équivalent est
représenté dans un bloc en pointillés.

A la figure 9, la forme des transistors élévateur
et abaisseur 30A, B et 16A, B est la méme que celle des tran-
sistors élévateur/abaisseur selon la figure 6. Toutefois, comme
les transistors élévateurs 30A, B sont des transistors NMOS, on

ajoute un inverseur L4 entre la borne de sortie de la porte
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NAND L1 et la porte des transistors élévateurs 30A, B, de ma-
niére a commander les transistors élévateur et abaisseur 30A, B
et 16A, B.

La figure 10 montre un schéma d’une puce semi-

conductrice réalisée selon les caractéristiques de la présente

invention ; cela correspond & la disposition des pattes
d’adresse (D1, D2, D3, D4, ..., DN) et des pattes I/O (El1, E2,
E3, E4, ..., EN) correspondant aux pattes d’adresse 9 et 10 et

aux pattes I/0 (27, 28, 29).

Dans la disposition de la mémoire semi-conductrice
avec des transistors de protection DES entre les pattes adja-
centes selon les caractéristiques de la présente invention, on
évite d’augmenter les dimensions de la matrice malgré
1’augmentation du nombre de broches. De plus, on a l’avantage
que cette disposition puisse s’appliquer de maniére souple au

cours du procédé de fabrication de la puce semi-conductrice.
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REVENDTICATTIONS

1°) Mémoire semi-conductrice comportant un ensemble de pattes

(9, 10) recevant des signaux appliqués de 1’extérieur,

caractérisée en ce qu’elle comprend

- un premier et un second transistor (1, 2) de protection con-
tre les décharges électrostatiques (DES) avec des premiéres
bornes (D1, D2) reliées respectivement aux pattes adjacentes
(9, 10) et servant de premiére surface active, des secondes
bornes prévues avec interposition d’un film d’isolation sur
la premiére et la seconde surface de canal de maniére adja-
cente a la premiére surface active, et

- une troisiéme borne commune entre la premiére et la seconde
surface de canal, et constituant une seconde surface active,
reliée 3 une alimentation unique (VSS) pour les secondes bor-

nes et la troisiéme borne commune.

2°) Mémoire selon la revendication 1,

caractérisée en ce qu’

elle comprend en outre une premiére ligne de garde, active,
conductrice (13) protégeant la périphérie du premier et du se-
cond transistor (1, 2) ainsi qu’une seconde ligne de garde, ac-
tive, conductrice (14) protégeant la premiére ligne de garde

active conductrice (13).

3°) Mémoire selon la revendication 2,

caractérisée en ce que
le premier et le second transistor (1, 2) sont des transistors

MOS de type N (transistor NMOS) .

4°) Mémoire selon la revendication 3,

caractérisée en ce que

la troisiéme borne commune au premier et second transistor (1,
2) est une source commune (S5, S6) dans le cas ou les premiéres
bornes du premier et du second transistor (1, 2) sont les

drains (D1, D2).

5°) Mémoire selon la revendication 2,

caractérisée en ce que
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la seconde ligne de garde active conductrice (14) est une ligne
de garde active de type N dans le cas ou la premiére ligne de
garde active conductrice (13) est une ligne de garde active de
type P.

6°) Mémoire selon la revendication 1,
caractérisée en ce que
1’ensemble des pattes comprend au moins une patte d4’adresse.

7°) Mémoire selon la revendication 3,

caractérisée en ce que

les premiére et seconde surfaces actives sont des surfaces dans
lesquelles a été injectée un ion d’impureté de type N, a forte

densité.

8°) Mémoire selon la revendication 1,
caractérisée en ce que
les secondes bornes sont formées de maniére symétrique centrées

sur la premiére surface active.

9°) Mémoire semi-conductrice selon la revendication 1, ayant un

ensemble de pattes d’adresse recevant des signaux d‘adresse ap-

pliqués de l’extérieur,

caractérisée en ce qu’elle comprend

- un premier et un second transistor MOS (15A, B, 16A, B) de
protection contre les décharges électriques (transistor DES)
avec les bornes de drain reliées respectivement aux pattes
adjacentes l’une a l’autre, et servant de premiére surface
active, des bornes de porte prévues avec des films
d’isolation sur la premiére et la seconde surface de canal de
manidre adjacente a la premiére surface active et une borne
de source commune entre la premiére et la seconde surface de
canal et définissant une seconde surface active et une con-
nexion sur une alimentation unique par les bornes de portes
et la borne de source commune,

- une ligne de garde active de type P, protégeant la périphérie

du premier et du second transistor,
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- une ligne de garde active de type N, protégeant la ligne de
garde active de type P.

10°) Mémoire selon la revendication 9,
caractérisée en ce que
les bornes de porte sont formées de maniére symétrique centrées

sur la premiéere surface active.

11°) Mémoire semi-conductrice selon la revendication 1, avec un

ensemble de pattes entrée/sortie,

caractérisée par

- un premier et un second transistor élévateur servant de pi-
lote d’entrée/sortie de données comprenant des premiéres bor-
nes reliées respectivement aux pattes adjacentes a chacune
des autres pattes de l’ensemble et servant de premiére sur-
face active, les secondes bornes prévues avec interposition
de films isolants sur la premiére et la seconde surface de
canal de maniére adjacente a la premiére surface active ainsi
qu’une troisiéme borne active commune entre la premiére et la
seconde surface de canal et définissant une seconde surface
active commune,

- un premier et un second transistor abaisseur servant de pi-
lote d’entrée/sortie de données comprenant des premiéres bor-
nes reliées aux pattes adjacentes l’une a 1l’autre dans
1’ensemble des pattes et servant de troisiéme surface active,
des secondes bornes prévues avec interposition de films iso-
lants sur une troisiéme et quatriéme surface de canal de ma-
niére adjacente a la troisiéme surface active ainsi qu’une
troisiéme borne commune entre la troisiéme et la quatriéme
surface de canal et constituant une surface de source com-

mune.

12°) Mémoire selon la revendication 11,

caractérisée en ce que

les premier et second transistors élévateurs sont des transis-
tors PMOS et les premier et second transistors abaisseurs sont

des transistors NMOS.
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13°) Mémoire selon la revendication 12,

caractérisée en ce qu’

elle comprend une premiére ligne de garde active conductrice
protégeant le premier et le second transistor é&lévateur, une
seconde ligne de garde active conductrice protégeant la pre-
miére ligne de garde active conductrice ainsi qu’une troisiéme
ligne de garde active conductrice, protégeant la seconde ligne

de garde active conductrice.

14°) Mémoire selon la revendication 13,

caractérisée en ce que

la troisiéme borne commune du premier et du second transistor
élévateur est une borne de source commune si les premiéres bor-
nes du premier et du second transistor élévateur sont des bor-

nes de drain.

15°) Mémoire selon la revendication 13,

caractérisée en ce que

la seconde ligne de garde active conductrice est une ligne de
garde active du type P si la premiére ligne de garde active

conductrice est une ligne de garde active du type N.

16°) Mémoire selon la revendication 11,

caractérisée en ce que

les premier et second transistors abaisseurs sont des transis-
tors PMOS si les premier et second transistors élévateurs sont

des transistors NMOS.

17°) Mémoire selon la revendication 16,

caractérisée en ce qu’

elle comprend une premiére ligne de garde active conductrice
protégeant la périphérie des premier et second transistors élé-
vateurs, et une seconde ligne de garde active conductrice pro-

tégeant la premiére ligne de garde active conductrice.

18°) Mémoire selon la revendication 17,

caractérisée en ce que
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la troisiéme borne commune du premier et du second transistor
élévateur est une borne de source commune si les premiére bor-
nes du premier et du second transistor élévateur sont les bor-

nes de drain.

19°) Mémoire selon la revendication 17,

caractérisée en ce que

la seconde ligne de garde active conductrice est une ligne de
garde active de type N si la premiére ligne de garde conduc-

trice est une ligne de garde active de type P.

20°) Mémoire selon la revendication 11,
caractérisée en ce que l’ensemble des pattes comprend au moins

une patte entrée/sortie.
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